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Supercritical CO2 Resist Removal (SCORR) of Pattern Wafers 
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반도체 소자는 미세화 추세에 따라 패턴이 종횡비가 큰 비아/트렌치의 초미세 구조로 변화되고 있고, 

알루미늄/텅스텐 및 차세대 구리소자와 차세대 신소재인 저유전 절연체를 포함하고 있는 등 신재료 

적용이 가시화되고 있다.  이에 따라 습식세정기술은 한계를 보이고 있으며, 특히 세정의 마지막 단계

인 건조공정에서 탈이온수의 표면장력으로 인해 웨이퍼 표면에 물반점을 생성하는 등 원천적인 문제

를 지니고 있다.  초임계유체를 이용한 세정기술은 초임계유체의 기체에 가까운 표면장력 특성으로 

인해 미세 구조로의 빠른 침투성과 효율적인 세정이 이루어지면서도 패턴 손상이 없으며, 다공성의 

저유전 절연체를 유전상수의 큰 변화없이 효과적으로 세정 및 건조할 수 있는 장점이 있어 많은 관심

과 더불어 연구가 이루어지고 있는 분야이다.  이러한 세정기술은 초임계 이산화탄소와 계면활성제/

킬레이트 등을 포함하는 새로운 첨가제의 혼합물을 이용하여 기본적으로 초임계 이산화탄소와 첨가

제가 단일 상을 이루게 함으로써 에너지 절약형의 저온/저압의 세정이 가능하며, 차세대 반도체 웨이

퍼 세정에 적합한 건식 세정기술이다.  본 연구에서는 첨가제 의 화학적 요소와, 초임계 구현 기술, 세

정공정 기술, 이를 반도체 제조 라인에 적용할 수 있는 세정장치 등 복합적인 내용에 대해 살펴보고

자 한다.  


